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近年、高電場強度を有するパルスレーザーを使った磁化制御が研究されてきた。2007年にフェ

リ磁性体 GdFeCo に超短パルスレーザーを照射すると光のみで磁化方向が制御できることが報告

された[1]。その GdFeCo の光誘起磁化反転は光吸収に伴う瞬間的な磁化の減少を介したメカニズ

ムであることが明らかとなった[2,3]。一方で 2014年には円偏光を使うことによる光のヘリシティ

に依存した様々な磁性薄膜の磁化反転が報告された[4,5]。最近の研究においてこの光のヘリシテ

ィに依存した磁化反転は磁気円二色性を介した温度上昇の効果による確率的な遅い磁化反転であ

ることがわかっている[6]。光を利用した高速・高エネルギー効率な磁化制御を実現するためには

逆ファラデー効果といった光-スピン結合を強くする必要がある。近年、円偏光パルスを利用した

逆ファラデー効果や光スピン注入効果による磁性ヘテロ構造薄膜の超高速な磁化制御が報告され

てきた[7-10]。ポンプ・プローブ時間分解計測を用いた磁化才差ダイナミクス測定により、円偏光

誘起磁場と円偏光誘起スピンの効果を定量的に評価することが可能である。本講演では強磁性体/

重金属二層膜における円偏光パルス誘起磁化才差ダイナミクス計測とそれによる光誘起磁場/ス

ピンの評価, 理論モデルとの比較に関して紹介する。 
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